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«Чистые технологии» и «возобновляемая энергетика» сейчас становятся очень 
«горячими» областями инвестиций. Ожидается, что через 20-30 лет солнечная энергетика 
войдет в число основных источников электроэнергии для человечества. Более 90% 
солнечных элементов изготавливаются из кремния, что связано c его большой 
распространенностью в природе, низкой токсичностью и стоимостью, достаточно 
большим (до 23%) кпд кремниевых элементов и их длительным сроком службы (более 50 
лет).  

Основная задача исследований в области солнечной энергетики связана с необходимостью 
дальнейшего снижения себестоимости солнечных модулей. Снижение себестоимости 
приводит к росту рынка и к стремительному росту производства. Сейчас производство 
солнечных батарей растет экспоненциально и удваивается каждые 2 года. За 20 лет 
мощность установленных солнечных модулей выросла в 1000 раз и превысила 200 ГВт 

Для снижения себестоимости, солнечные элементы пытаются изготавливать из все более 
дешевого кремния, содержащего много дефектов и примесей. Изготовление солнечных 
элементов с высоким кпд из такого кремния возможно лишь за счет развитие «инженерии 
дефектов», основанной на глубоком фундаментальном понимании свойств различных 
дефектов и примесей.  

Цель доклада – кратко познакомить коллег из смежных областей с некоторыми 
свойствами дислокаций в кремнии и особенностями «инженерии дефектов», применяемой 
при изготовлении высокоэффективных солнечных элементов из кремния, содержащего 
дислокации.  
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